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研究者  (4) 電子・情報工学科

担 当 科 目 電子物性 /電気電子材料 /パワーデバイス工学（大学院）
専 門 分 野 パワー半導体デバイス工学 /半導体物性工学 /パワーエレクトロニクス

論文・報告

「正二十面体対称性をもつホウ素個体の電子構造」（学位論文）
"Characterization	of	 traps	at	nitrided	SiO2/SiC	 interfaces	near	 the	conduction	band	edge	by	using	Hall	
effect	measurements",	Applied	Physics	Express,	Volume	10,	Number	4,	046601,	APEX,	Spotlight	2017
"Characterization	of	 traps	 in	SiC/SiO2	 interfaces	close	 to	 the	conduction	band	by	deep-level	 transient	
spectroscopy",	Japanese	Journal	of	Applied	Physics	54,	111301	（2015）
"Physical	Models	 for	SiC	and	Their	Application	 to	Device	Simulations	of	SiC	 Insulated-Gate	Bipolar	
Transistors",	IEEE	Trans.	Electron	Devices,	Vol	60,	No2,	613	（2012）

著 書 「半導体 SiC 技術と応用　第 2版」（日刊工業新聞社，2011）	
「SiC 素子の基礎と応用」（オーム社、2003）

特 許
「半導体装置」（特許第 5072991 号）
「半導体装置」（特許第 5558393 号）
「半導体装置の製造方法」（特許第 5545682 号）

所 属 学 会 日本応用物理学会（平 5.12 ～）
現在の研究課題
１．SiC	MOS 界面物理の研究
山手線の新型車両にも採用された次世代パワーデバイスの SiC	MOSFETには低いMOSチャネル移動度としきい
値の不安定性という２つの課題があります。これらの課題の原因究明と解決のため、ホール効果測定、DLTS 測定な
どの評価方法を駆使して、SiC	MOS 界面欠陥の物性を研究しています。
２．SiC パワーデバイスの研究
SiC パワーデバイス設計にはコンピュータを用いたTCADが不可欠です。TCADを用いたデバイス設計の研究及
びTCADに組み込まれる SiC の物性の物理モデルの研究を行っています。

共同研究キーワード
SiC パワーデバイス /省エネ半導体 /TCAD

集積機能デバイス工学講座
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（1962生）
理学博士	
（東京大学・平2）

東京大学理学部物理学科卒（昭和 60.3）/ 東京大学大学院理学系研究科物
理学専門課程修士課程修了（昭和 62.3）/ 東京大学大学院理学系研究科物
理学専門課程博士課程修了（平 2.3）/（財）日本学術振興会特別研究員（平
2.4 ～ 3.3）/ 川崎製鉄（株）（現 JFEスチール（株））（平 3.4 ～ 9.2）/（株）
東芝研究開発センター（平 9.2 ～ 28.3）/（国研）産業技術総合研究所客
員研究員（平 28.4 ～ 28.5）/（国研）産業技術総合研究所招聘研究員（平
28.5 ～ 30.3）/ 富山県立大学工学部教授（平 30.4 ～）

■経   歴

担 当 科 目 電子回路 I	/	電子回路 II	/	VLSI 設計
専 門 分 野 電子回路	/	通信工学	/	半導体集積回路工学	/	半導体デバイス工学

論文・報告

・“CMOS	wireline	interface	circuits	and	systems	for	system-on-chip	integration“（学位論文）
・	“Yield	Enhancement	of	Face-to-Face	Cu-Cu	Bonding	with	Dual-mode	Transceivers	in	3DICs”,	IEEE	Transactions	on	Very	Large	Scale	
Integration	Systems,	pp.1023-1031	（March	2017）
・“2.31	Gbps/ch	Area	Efficient	Crosstalk	Cancelled	Hybrid	Capacitive	Coupling	Interconnect	for	3D	Integration”,	IEEE	Transactions	on	
Very	Large	Scale	Integration	Systems,	pp.2703-2711	（August	2016）
	“A	3Gbps/ch	Simultaneous	Bi-Directional	Capacitive	Coupling	Transceiver	for	3DICs”,	IEEE	Transactions	on	Circuits	and	Systems	II,	
pp.706-710	（September	2014）

特 許 日本登録特許　・データ伝送システム及びその受信回路	特許第 4871997 号	（2010.08.19）　等　22 件
米国登録特許　・	“Receiver	circuit	and	data	transmission	system”,	USP8,301,093	（2012/10/30）　等　28 件

所 属 学 会 IEEE（Senior	Member）、電子情報通信学会、情報処理学会

学会委員等
・	2017 年 4 月～現在	情報処理学会　システムと LSI の設計技術研究会（SLDM）委員
・2011 年 4 月～現在		電子情報通信学会　基盤・境界ソサイエティ		VLSI 設計技術研究専門委員会	（VLD）	委員
・2015 年 9 月～ 2017 年 3 月	Presentation	Chair	on	Workshop	on	Synthesis	And	System	Integration	of	Mixed	Information	technologies	（SASIMI）		Presentation	Chair
・2013 年 3 月～ 2017 年 2 月	International	Solid-State	Circuits	Conference	（ISSCC）	TPC		Memory	Subcommittee	Technical	Program	Committee（TPC）メンバー

学 外 活 動

・2017 年 4 月～	長野県　スマートネットワーク研究会　委員　http://smart-network.jp"	
・2010 年 4 月～ 2015 年 3 月	大阪大学工学研究科	附属高度人材育成センター		アナログ人材育成研究会	委員
・2011 年 4 月～ 2013 年 3 月	NEDO	「極低電力回路・システム技術開発（グリーン ITプロジェクト）」アドバイザー	
・1996 年 4 月～ 2011 年 3 月	一般社団法人	電子情報技術産業協会（JEITA）半導体実装・製品技術専門委員会　集積回路製品技術小委員会　低電圧 ICサブコミッティ　委員	
・1996 年 4 月～ 2011 年 3 月	一般社団法人	電子情報技術産業協会（JEITA）半導体実装・製品技術専門委員会　集積回路製品技術小委員会　メモリサブコミッティ　委員

現在の研究課題
アナログ電子回路、特に高速有線通信が専門分野です。現在は集積回路（IC：Integrated	Circuit）におけるアナログ回路を中心に以下の研究を行って
います。VDEC（大規模集積システム設計教育センター）を通じて、ICの設計試作と評価も実施します。
・耐放射線用アナログ集積回路に関する研究
　ICの人工衛星等の宇宙空間での使用を想定し、宇宙線等の放射線に強いアナログ回路構成、特に通信回路について研究しています。
・超近接有線通信の低消費電力化に関する研究
　半導体チップの 3次元実装における上下方向のTSV（Through	Silicon	Via）を介したデータ伝送の省電力化について研究しています。
・センサ用アナログフロントエンドに関する研究
　ピエゾ素子などのセンサの後段に構えるアナログフロントエンドの回路構成に関して研究しています。
共同研究キーワード
電子回路 /	集積回路 /	アナログ /	センサ用フロントエンド

集積機能デバイス工学講座
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（1966生）
博士（工学）	
（神戸大学・2008）
経営学修士（MBA）
（神戸大学・2013）

同志社大学工学部電子工学科卒（1988）	日本アイ・ビー・エム株式会社野
洲研究所（1988 ～ 1994）	松下電器産業株式会社（現パナソニック）半導体
研究センター等（1997 ～ 2015）	神戸大学大学院自然科学研究科博士後期課
程修了（2008）	神戸大学大学院経営学研究科修士課程修了（2013）長野工
業高等専門学校電子制御工学科教授（2015 ～ 2018）	富山県立大学工学部教
授（2018 ～）

■経   歴


